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Sinterizacao em alta pressao de SiC usando
pds de Al e Ti como aditivos de sinterizacao

Joao Vitor dos Santos Ritter Orientador: Altair Soria Pereira

O carbeto de silicio (SiC) € um material estrutural de alta temperatura com excelentes propriedades quimicas,
mecanicas e térmicas. No entanto, o SiC possui um alto ponto de fusao e ligacdes altamente covalentes, o que torna a
sinterizacdo extremamente dificil (tipicamente T~ 2100°C e At~ 30min ) (1). Portanto, existem muitos estudos sobre
diferentes técnicas para a producao de SiC altamente densificado.

Este trabalho enfoca o uso de alta pressao e alta temperatura (HPHT) para obter sinterizados de SiC. P6 de 3C-SiC
micronizado (H.C. Starck, classe BF 12) foi misturado com dois pés metalicos diferentes como aditivos: aluminio (10%
em peso) ou titanio (12% em peso).

Os compactos foram produzidos em altas pressdes (7,7GPa) e altas temperaturas (até ~ 2000°C) usando uma camara

de alta presséao do tipo toroidal. As taxas de aguecimento e resfriamento foram de cerca de 300°C/min e as amostras
foram mantidas na temperatura mais alta durante 5 minutos.

Apos o polimento da superficie com pastas de diamante de até 0,25um, foi medida a microdureza Vickers dos corpos
sinterizados. Sua composicao de fase e microestrutura foram investigadas por difracéo de raios X (DRX) e microscopia
eletronica de varredura (MEV) com Espectroscopia de raios X por dispersao em energia (EDS).
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Esquema das camaras toroidais de alta pressao e das configuragdes utilizadas
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Conclusoes

Todos os compactos produzidos apresentaram estagios avancados de sinterizacao.
O uso de alta pressao e dos aditivos de sinterizacdo permitiu a obtencao de
compactos com alta dureza com o uso temperaturas e/ou tempos de sinterizacao
significativamente inferiores aos usados em processos convencionais.
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Os resultados de DRX mostraram que, para todas as faixas de temperatura
estudadas, o Ti reage com o0 SiC formando carbeto de titanio (TiC), de forma similar
ao observado em baixas pressdes (2). As amostras com aluminio apresentaram uma
transformacéo de fase de 3C-SiC para 4H-SiC a partir de 1750°C.

Para todas as composi¢cdes ocorreu uma grande perda de dureza para as amostras
processadas em altas temperaturas. Isso foi associado a um aumento de tamanho
de gréo e/ou as transformacdes de fase do SiC.
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